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Telefunken Transistor BF311

Datasheet

BF 223 - BF 311

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren fiir FS-ZF-Ver-
starkerstufen in Emitterschaltung. Besonders geeignet fiir Farb-FS-

Empfénger.

Silicon NPN epitaxial planar RF transistors for TV-IF amplifier stages in
common emitter configuration. Especially in colour TV receivers.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

BF 223
Kunststoffgehiuse
= 50T 25
Gewicht - Weight
max. 0,29

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom Ic
Basisstrom g
Gesamtverlustleistung

tamp = 25°C Ptot
Sperrschichttemperatur tj
Lagerungstemperatur tsig
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BF 223 - BF 311

Min.
Wiérmewiderstinde - Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung RihJA
Sperrschicht-Gehause RinJc
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Kollektorreststrom
Uce = 20V lceo
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Iz = 10 pA U{BH}GBD 35
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 2mA U{BH]GED 1y 25
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 10 pA UBRIEBO 4
Basis-Emitterspannung
Ugg = 10V, Ig = 15mA Uggl
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
Ugg = 10V, Ig = 15mA hre | 40
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Transitfrequenz
Upg = 10V, I = SmA, I = 100 MHz fr
Rickwirkungskapazitat
Upg = 10V, Ip = 1 mA, T = 36 MHz
mit SuBerer Masseumhiliung Care
ohne duBere Masseumhiillung Cire
Ausgangskapazitat
Upg = 10V, Ig = TmA, f = 36 MHz Coe
KurzschluB-Vorwartssteilheit
Upg = 10V, I = TmA, T = 36 MHz | ¥ie | 180
Kollektorstrom fir | ¥ia | max,
Upg = 10V, f = 36 MHz Ic 20

0
1) $ - 001,15 - 03ms
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Typ. Max.
as0 "C/wW
230 "C/wW
50 nA
V'
v
v
780 my

79

750 MHz
03 pF
0,35 pF
11 pF
200 mS
3 mA
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Telefunken Transistor BF311 Datasheet
BF 223 - BF 311
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics Min. Typ. Max.
Umgebungstemperalur tymy = 25°C
Emitterschaltung
Upg = 10V, I = 10mA, f = 36 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oia 6,1 mS
Cia 50 pF
KurzschluB-Rickwértssteilheit Ve 894 pS
-0 95°
KurzschluB-Vorwéartssteilheit Yie | 270 mS
P 3z2°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9pe S8 HS
Coe 11 pF
Emitterschaltung
Ugg = 10V, I = 15mA, f = 36 MHz
Kurzschluf-Eingangsadmittanz Qia 93 mS
Cie 67 oF
KurzschluB-Rickwartssteilheit Yre | 915 pS
e 100°
KurzschluB-Vorwirtssteilheit Yia | 370 ms
g 43°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ge a3 ps
Coe 12 pF
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BF 233 * BF 311
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